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Introducao e Justificativa: Transistores eletroliticos (Figura 1), em inglés EGTs, tém
sido considerados ha pelo menos uma década como poderosos transdutores em
aplicacBes sensoriais devido a sua alta sensibilidade a pequenas perturbacdes em suas
interfaces!2. EGTs tém caracteristicas peculiares oriundas de sua arquitetura Unica, a
dizer, operagdo intrinseca em meio liquido, baixa tensdo de operacdo (< 1V),
possibilidade de miniaturizagdo e integracdo com outros componentes elétricos, e
capacidade de amplificagdo de sinais!?. A vasta maioria das aplicacdes (bio)sensoriais
gue se utilizam de EGTs como transdutores € baseada em semicondutores organicos
como camada ativa no dispositivo, mas o uso de grafeno (e seus derivados) além de
outros materiais 2D vem crescendo nos Ultimos anos'™. Entretanto, uma limitagéo
comum em muitas destas aplicacbes, independentemente da natureza do material
semicondutor, € a operagdo destes transdutores em meios complexos como fluidos
biol6gicos e fisiolégicos. Isso porque esses fluidos possuem grande complexidade em
termos de espécies idnicas e da presenca de particulas grandes como proteinas que
podem perturbar a interface sensivel semicondutor/meio liquido nestes dispositivos'.
Neste trabalho, investigaremos a operacao de EGTs de 6xido de grafeno reduzido (rGO)
em fluidos fisiol6gicos artificiais (ex. urina, suor, saliva e sangue) para seu futuro uso

como transdutores em aplicacdes biossensoriais.

Objetivos: Compreender como as condi¢es de reducdo do oxido de grafeno (GO) —

por um ou mais métodos diferentes (viz. eletroquimico, quimico, térmico) — afetam as
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caracteristicas elétricas de EGTs operando em G
meios fisioldgicos sintéticos (ex. em unira, suor, e /—!’VGS
sangue). A caracterizacdo elétrica dos EGTs sera ~Meio

_ _ _ _ - Fisiologico
feira avaliando figuras de mérito como mobilidade de Artificial
cargas de portadores, posicao e largura do potencial /rGO
de Dirac, densidade de corrente no dispositivo, ————— e —
forma da curva-corrente tensdo, estabilidade do - E — — D —
. . . . . , Substrato
dispositivo, etc. O principal objetivo do projeto é T i
encontrar as condicdes Otimas de operacao de = Vs

. . Fig. 1. EGT de rGO operando em meio
EGTs de rGO (em termos de tenséo, velocidade de fisiolégico artificial.
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varredura do potencial, arquitetura dos contatos) para sua utilizacdo como plataforma
transdutora em (bio)sensores e entender possiveis falhas do dispositivo em condi¢cdes

experimentais proximas as reais de sensoriamento.

Competéncias e Habilidades: Ao final deste trabalho o aluno(a) tera aprendido
conceitos e desenvolvido habilidades praticas no ambito da: i) microfabricacdo de
dispositivos, ii) métodos de deposicdo de filmes finos de materiais bidimensionais
processados em solucdo, iii) métodos espectroscdpicos, microscopicos de
caracterizacao de filmes finos, vi) a caracterizacédo elétrica de EGTSs, v) tratamento de
dados empiricos e vi) organizacdo e reportagem de dados e resultados na forma de

relatérios e apresentagdes orais em conferéncias.

Plano de Trabalho:

A. Fabricar por métodos de litografia Optica e/ou ablacdo a laser test patterns, i.e.,
eletrodos metélicos sobre substratos de rigidos (ex. SiOy) e flexiveis (ex. plastico) em
configuracdo apropriada para a operacao de EGTSs;

B. Depositar filmes de GO (por drop-casting, dip-coating, etc.), a partir de
suspensbes comerciais, sobre test patterns e reduzi-los in situ por métodos
eletroguimico, quimico ou térmico, apoiando-se nas melhores préticas da literatura;

C. Caracterizar demais propriedades fisico-quimicas dos filmes de rGO por
métodos espectroscopicos (Raman e XPS) e microscopicos (AFM e MEV), e avaliar
como as condigBes experimentais de redugéo do rGO afetam estas propriedades;

D. Avaliar a operagdo de EGTs de rGO produzido por estes métodos de reducéo
propostos e como suas condi¢gfes experimentais afetam as caracteristicas elétricas dos
dispositivos (viz. mobilidade dos portadores, potencial de Dirac, densidade de corrente)

guando operados em meios fisiolégicos artificiais.
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